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論文内容の要旨




第2章では， III族元素が異なる種々のヘテロ接合を RHEED 技術を用いて MBE 成長し，ヘテロ界面の制御性につ
いて検討している。その結果，ヘテロ界面が原子尺度で制御できることを確認している。
第3章では，これまで組成制御が難づかしいとされていた GaAsSb 混晶の MBE成長について検討している。種々




















(1) MBE成長表面からの RHEED 信号を解析し As や Sb の V族分子線と種々の半導体との表面反応の機構を解
明し，原子尺度で急峻な InAs/AlSb ヘテロ界面を得る方法を見い出している O
(2) ラマン散乱光の強度とスペクトルの解析から， GaAsSb 混晶の組成比ならびにヘテロ界面の急峻d性について新
しい知見を得ている。
(3) 異なる温度で成長した GaSb/AlSb/GaAs ヘテロ構造におけるラマン散乱強度の解析より，積層構造の混晶
組成を求める方法を見い出しているO
(4) InAs/ AlSb 超格子において， LA フォノンの折り返しモードおよび原子結合を反映した界面フォノンを初めて
観測し，タイプE ヘテロ構造の物性を明らかにしている。
以上のように本論文はタイプE ヘテロ構造のMBE成長法の確立と新しい物性の解明を行ったもので，半導体工学
ならびに新機能素子開発の発展に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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